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(54) 원 팩 자기 경화성 에폭시 수지 조성물

요약

본 발명은 하기로 구성된 원 팩 자기 경화성 에폭시 수지 조성물에 관한 것이다.

i)에폭시 성분(a)로서 분자당 평균 하나 이상의 에폭시 기를 갖는 적어도 하나의 1. 2-에폭시 수지 화합
물 및 ii)경화 성분(b)로서 높은 온도에서 디시안디아미드를. 에폭시 당량 3330내지 1500및 브롬 함량 
10내지 50중량%를 갖는 테트라브로모비스페놀-A 타입 에폭시 수지와 반응시킴으로써 얻을 수 있는 적어
도 하나의 반응 생성물, 및 iii)용매 (c)로성 하기 일반(Ⅰ)에 의해 나타내어진 군으로부터 선택되는 적
어도 하나의 화합물 
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 및 R 각각은 수소 또는 Cl-3 알킬을 개별적으로 나타내며, 단 그들 중 적어도 하나

는  Cl-3 일킬이고, R
3

 Cl-3 알킬을 나타낸다.

명세서

[발명의 명칭]

원 팩 자기 경화성 에폭시 수지 조성물

본 발명은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

하기로 구성된 원 팩 자기 경화성 에폭시 수지 조성 :

i)에폭시 성분(a)로서 분자당 평균 하나 이상의 에폭시 기를 갖는 적어도 하나의 1, 2-에폭시 수지 화합
물 및 ii)경화 성분(b)으로서 높은 은도에서 디시안디아미드를, 에폭시 당량 330내지 1500및 브롬 함량 
10내지 50중량%를 갖는 테트라브로모비스페놀-A 타입 에폭시 수지와 반응시킴으로써 얻을 수 있는 적어
도 하나의 반응 생성물.및 iii)용매 (c)로성 하기 일반(I )에 의해 나타내어진 근으로부터 선택되는 적
어도 하나의 화합물 
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는 Cl-3 알킬을 나타낸다.

청구항 2 

제1항에 있어서, 성분(a)가 적어도 임의로 할로겐화된 에폭시 노보락, 레조르시놀, 비스페놀-A, 비스페
놀-F 및 비스페놀의 임의로 할로겐화된 폴리글리시딜에떼트 또는 이들의 융합 생성물로 구성된 군으로 
부터 선택된 화합물 또는 전술한 화합물의 블랜드로 구성된 조성뭍.

청구항 3 

제 1또는 2항에 있어서, 성분 (a)가 비스페놀-.4 타입 또는 테트라브로모지스페놀-A 타입 에폭시 수지 
또는 이들의 융합 생성물로 구성된 군으로부터 선택된 적어도 하나의 화합물로 구성되는 조성물.

청구항 4 

제1내지 3항중 임의 항에 있어서, 성분(a)가 에폭시기 함량 7900-2200 mmol/kg 및 브롬 함량 20내지 22
중량%를 갖는 테트라브로모비스페놀-.4 에폭시 수지 화합물로 구성되는 조성물.

청구항 5 

제1내지 4항중 임의 항에 있어서, dicy및 테트라브로모비스페놀-A타입 에폭시 수지 사이의 반응이 용매 
(c)의 존재하에, 50내지 160℃ 범위에 놓인 온도에서 실행되고 dicy와 테트라브로모비스페놀-.1 타입 에
폭시 수지는 에폭시 기 당 아민기 (들) 0. 5내지 1. 5을 제공하기 위한 상대량으로 반응되는 조성물 

청구항 6 

제1내지 5항중 임의 항에 있어서, dicy 및 테트라브로모비스페놀-.7타입 에폭시 수지 사이의 반응이 용
매의 존재하게, 50내지 160℃벙위에 놓인 온도에서 실행되고, dicy와 테트라브로모비스페놀-.4 타입 에
폭시 수지는 에폭시기 당 아민기 (들) 0. 5내지 4. 0을 제공하기 위한 상대량으로 반응되고, 형성된 반
응 생성물은 뜨거운 반응 혼합물로 부터 분리되는 조성물.

청구항 7 

제1내지 6항중 임의 항에 있어서, 경화 성분(b)의 제조에 사용된 테트라브로모비스페놀-A 타입 에폭시 
수지가 분자당 에폭시 기 1내지 4, 브롬 함량 18내지 22중량% 및 에폭시기 함량 1739내지 3030mmo1/kg을 
갖는 조성물.

청구항 8 

제1내지 6항중 임의 항에 있어서, 용매 (c)가 프로필렌글리콜모노메틸에테르인 조성물.

청구항 9 

제1내지 8항중 임의 항에 있어서, 용매 (c)대 그 밖의 용매 (들)의 중량비가 5보다 높도록 하는 양의 하
나 이상의 비위험성 용매(들)을 포함하는 조성물.

청구항 10 

제1내지 9항중 임의 항에 따른 경화성 조성물로 함침된 지지체.

청구항 11 

제10항에 있어서, 상기 지지체가 직물, 매트 또는 섬유 형태의 혹연이 유리인 함침 지지체.

청구항 12 

제10 또는 11항의 함침 지지체의 하나 이상의 층으로 부터 제조된 적층판.

청구항 13 

인쇄 회로판을 생산하기 위한 방법에서 제1내지 9항중 임의 항에 따른 조성물의 사용.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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